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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成27年5月14日(2015.5.14)

【公開番号】特開2013-211485(P2013-211485A)
【公開日】平成25年10月10日(2013.10.10)
【年通号数】公開・登録公報2013-056
【出願番号】特願2012-82041(P2012-82041)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/28     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/28     ３０１Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   21/28     　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   21/28     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成27年3月19日(2015.3.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　（第一の実施形態）
　図１（１）～図１（７）は、炭化珪素半導体装置の製造工程の一例を示したものである
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　まず、図１（１）の（ａ）に示すように、例えば５×１０18ｃｍ-3の窒素がドーピング
された厚さ、例えば３５０μｍの、例えば主面として（０００１）面を有する高濃度ｎ型
基板１を用意する。
　次いで、図１（１）の（ｂ）に示すように、この炭化珪素基板１に、主面上には、例え
ば１.０×１０16ｃｍ-3の窒素がドーピングされた、例えば厚さ１０μｍの低濃度ｎ型ド
リフト層２が堆積される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　　１：第一導電型炭化珪素基板
　　２：第一導電型炭化珪素エピタキシャル層
　　３：第二導電型不純物イオン注入領域（終端）
　　４：第二導電型不純物イオン注入領域（ＪＢＳ）
　　５：第二導電型不純物イオン注入領域（ＪＴＥ）
　　６：層間絶縁膜
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　　７：第１の金属層
　　８：熱処理後の第１の金属層
　　９：オーミック接合
　１０：他の金属と密着性の良い物質の層
　１１：未反応で残ったカーボン
　１２：工程中に付着した剥離原因物質
　１３：第２の金属層（ショットキー接合用金属）
　１４：第３の金属層（電極パッド）
　１５：ポリイミド
　１６：第４の金属層
　１７：Ｔｉ層
　１８：Ｎｉ層
　１９：Ａｕ層
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